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MaBbild mit AnschluBbelegung und Chiplayout

Gehduse: TO-120

Gallium - -Arsenid - Feld - Effekt - Transistoren mit Arbeitsfrequenzen bis 12 GHz im
Metall-Keramik-Gehéduse TO 120 und VF 15 X als Chipvariante.

Grenzwerte
Grenzwert K e min. max. Einheit
zeichen
VFE-Typen
Drainstrom 1D 109 mA
Drain-Source-Spannung UDS 5 \%
Gate-Source-Spannung UGS -5 0,5 v
Verlustleistung Ptot 350 mW
Kanaltemperatur TCh 150 °C
VEF 15 X
Drainstrom ID 100 mA
Drain-Source-Spannung UDS 5 \%
Gate-Source-Spannung UGS -5 0,5 \%
|Verlustleistung P tot -
Kanaltemperatur TCh 150 °C




Statische Kennwerte

, Kurz- y . _ .
Kennwert ol MeBbedingung min. | typ. max. |Einheit.
Gate-Source-Abschnlir- UGSoff UDS =4V -4 -0,3 \Y
spannung IDS = 1 mA -

Steilheit gm UDS = 3,5V 20 mS
IDS = 15 mA
Dynamische Kennwerte .
(bei UDS =3,5V, IDS = 15 mA, f}~= 12 GHz, ’I‘a = 25 °C)
Typ F in dB Ga in dB
min. max., min, max.
VFE 15-18 1,8 9,0
VFE 15-20 2,0 8,5
VFE 15-23 2,3 8,0
VFE 15-27 2,7 7,0
|VFE 15-32 3,2 6,5
VFE 15-37 3,7 6,2
VF 15 X 3,7 6,2
VF 15 X -~ Chipvariante
~ Chipabmessungen: Lénge 470 + 10 pm
Breite 370 + 10 ym
Dicke 150 + 20 pm
Bondinselgrofie: Source 2 120 x 60 um
Gate 2 60 x 60 um
Drain 2 60 x 60 pum

- Schichtaufbau der Bondinsel Ti/Pt/Au

- Schichtdiéke ca. 500 nm




